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Resumo

Nos dltimos vinte anos, os materiais bidimensionais a base de carbono tém sido objeto de vérios
estudos devido as suas propriedades fisicas. O grafeno, por exemplo, é composto por atomos de
carbono ligados hexagonalmente com hibridizagdo sp2, cujas propriedades elétricas sdo tinicas, como
sua alta mobilidade de portadores de carga, o que o coloca como um dos materiais mais promissores
para a inddstria de eletrénicos [1]. O grafeno tem sido amplamente utilizado em diversos campos e
pode ser sintetizado por muitos métodos, como deposi¢do quimica de vapor (CVD), que é um método
eficiente para obter grafeno em larga escala e de alta qualidade. Muitos estudos foram realizados com
relacdo ao crescimento por CVD usando folhas de metal como catalisadores. No entanto, para
aplicagdes em dispositivos, é necessério transferir o grafeno recém-crescido para outro substrato
adequado a partir da superficie do catalisador de metal, o que requer uma série de processos que as
vezes podem comprometer a qualidade da amostra. Recentemente, alguns trabalhos tém sido
desenvolvidos no sentido do crescimento direto de grafeno por CVD em substratos-alvo desejados
[2,3]. O crescimento subsequente de outros materiais sobre o grafeno, como os dicalcogenetos de
metais de transicdo (TMDs), pode fornecer heteroestruturas que poderiam ser interessantes na nano
eletronica. Os TMDs sdo principalmente materiais semicondutores bidimensionais que possuem
grandes efeitos excitonicos e um gap definido, com varias possibilidades de empilhamento de
heteroestruturas e aplica¢des, principalmente em optoeletronica (em transistores, em dispositivos
fotossensiveis e flexiveis, por exemplo) [4]. Neste trabalho, propomos obter TMDs ou heteroestruturas
crescidas diretamente sobre um filme de carbono sp2, todas as estruturas crescidas pelo método de
CVD sobre um substrato de Si/SiO2, evitando qualquer processo de transferéncia. Realizamos

medigdes espectroscopicas (Raman e fotoluminescéncia) para comparar essas amostras com
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heteroestruturas carbono-TMD baseadas em transferéncia, a fim de inferir as diferengas na interacdo
das camadas para ambas as estruturas.
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